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１．概要（Summary） 

本課題では、光通信帯光源が利用可能なテラヘルツ

(THz)波発生検出用光伝導アンテナ(PCA)用低温成長

GaAs系半導体を分子線エピタキシャル(MBE)法を用

いて成長し、その結晶内部の欠陥評価を、ラザフォー

ド後方散乱法(RBS)を用いて行った。 

 THz 分野では、低コストかつ省スペースな THz 時

間領域分光システムの開発が望まれている。本システ

ムの代表的な THz 波発生検出素子として、0.8μm 帯

に波長を有するTi:Sapphireレーザを光源とした低温

成長 GaAs から成る PCA が挙げられる。近年、この

光源に 1.5μm 帯に波長を有する小型で比較的安価な

超短パルスファイバーレーザが用いられつつある。本

課題は、当該光源が利用可能な高効率 THz 波発生検

出用 PCAの実現を最終目的としたものである。 

２．実験（Experimental） 

【利用した装置】日新ハイボルテージ製 RBS測定装置 

【実験方法】 InP基板上にMBE法を用いて240-250℃

の範囲で成長した厚さ 1.6~2.0 μm の低温成長

InxGa1-xAsの結晶性を、当該装置を用いて評価した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 In 組成の異なる低温成長 InxGa1-xAs の RBS スペ

クトルは、In組成 45%の結晶の[100]と[110]、それぞ

れの方向に Heイオンを照射した場合、[110]方向の方

のスペクトル強度が顕著に大きかった。RBS スペク

トルの In 信号に対して角度スキャンを行った結果を

Fig. 1に示す。Fig. 1(a)と(b)は低温成長 In0.53Ga0.47As

の RBS角度スキャンを示しており、[100]と[110]の両

方向にアラインした場合も比較的深いディップが得

られている。一方、 Fig. 1(a)と (b)は低温成長

In0.45Ga0.55As のものであり、特に[110]方向にアライ

ンした場合、ディップが低温成長 In0.53Ga0.47As のも

のと比べて浅くなっている。これは、低温成長

In0.45Ga0.55As の結晶内に格子置換型の In 原子が存在

していることを示しており、Fig. 1(b)との比較からこ

のことが低温成長のみによって引き起こされたもの

ではないことが明らかになった。 

４．その他・特記事項（Others） 
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Fig. 1 RBS angular scans of In signals for as-grown and 
annealed LTG InxGa1-xAs; aligned toward (a) [100], 
x=0.53, (b) [110], x=0.53, (c) [100], x=0.45, (d) [110], 
x=0.45, respectively. 


